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CLM2543C,CLM2543I,CLM2543M 
具有串串⾏行行控制和11个模拟输⼊入的12位模-数转换器器

● 12位分辨率A/D转换器器
● 在⼯工作温度范围内的转换时间为10µs
● 11个模拟输⼊入通道
● 3种内置⾃自检模式
● 内建采样保持功能
● 线性误差…...最⼤大±1LSB
● ⽚片上系统时钟
● 转换结束输出
● 单极性或双极性输出操作（⼆二进制符号，
相对于所施加参考电压的1/2）

● 优先可编程MSB或LSB
● 可编程掉电
● 可编程输出数据⻓长度
● CMOS技术
● 提供应⽤用报告

描述

CLM2543和CLM2543I是12位、开关电容、逐次逼近
型模数转换器器。每个器器件具有三个控制输⼊入端⼝口[⽚片选
（），输⼊入输出时钟和地址输⼊入（DATA INPUT）]，
旨在通过串串⾏行行3态输出与上位机处理理器器或外围设备的串串
⾏行行端⼝口进⾏行行通信。该器器件允许来⾃自上位机的数据进⾏行行
⾼高速传输。

除了了⾼高速转换器器和通⽤用控制功能外，该器器件还具有⽚片上14通道多路路复⽤用器器，可以选择11个输⼊入中的任何⼀一个、或
三个内部⾃自测电压中的任何⼀一个。采样保持功能是⾃自动的。转换结束时，转换结束（EOC）输出电压变⾼高，表示
转换完成。集成在该器器件中的转换器器具有差分⾼高阻抗参考输⼊入，有助于⽐比例例转换、缩放以及将模拟电路路与逻辑电
路路和电源噪声隔离。开关电容器器设计允许在整个⼯工作温度范围内进⾏行行低误差转换。

CLM2543的⼯工作温度范围为TA = 0°C⾄至70°C。CLM2543I的⼯工作温度范围为TA = –40°C⾄至85°C。 CLM2543M的⼯工
作温度范围为TA = –55°C⾄至125°C。 

DB、DW、J或N 封装
（俯视图）

FN封装
（俯视图）

�

�
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可⽤用选项

†以卷带包装出售，并且以CLM2543CDBLE，CLM2543IDBR，CLM2543CDWR，CLM2543IDWR，
CLM2543CFNR或CLM2543IFNR的形式订购。

功能框图

�

TA

封装

（SOP）⼩小外型封装 （PCC）塑料料芯⽚片
承载封装

(FN)†

（CDIP）陶瓷双列列
直插式封装

(J)

（PDIP）塑料料双列列
直插式封装

(N)(DB)† (DW)†
0℃ ~ 70℃ CLM2543CDB CLM2543CDW CLM2543CFN - CLM2543N

–40°C ~ 85℃ CLM2543IDB CLM2543IDW CLM2543IFN - CLM2543IN
–55°C ~ 125℃ - - - CLM2543MJ -
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�
端⼝口功能

† MSB/LSB =最⾼高有效位/最低有效位

端⼝口
名称          序号 输⼊入/输出 描述

A1N0-A1NI0    1-9
              11,12 输⼊入

模拟输⼊入。这11个模拟信号输⼊入在内部进⾏行行了了多路路复⽤用。对于4.1MHz I/O 
CLOCK操作，驱动源阻抗应⼩小于或等于50Ω，并且能够将模拟输⼊入电压转
换到60pF的电容上。

            15 输⼊入
⽚片选。上的电平由⾼高变低时将重置内部计数器器和控制，并开启DATA OUT，
DATA INPUT和I/O CLOCK端⼝口。电平由低变⾼高时会在设置时间内禁⽤用
DATA INPUT和I/O CLOCK端⼝口。

DATA INPUT     17 输⼊入
串串⾏行行数据输⼊入。4位串串⾏行行地址选择所需的模拟输⼊入或测试电压，然后再转
换。串串⾏行行数据⾸首先与MSB⼀一起提供，并在I/O CLOCK的前四个上升沿移
⼊入。在将四个地址位读⼊入地址寄存器器之后，I/O CLOCK其余位按顺序移⼊入。

DATA OUT       16 输出

A/D转换结果的三态串串⾏行行输出。为⾼高电平时，DATA OUT处于⾼高阻抗状态；
为低电平时，DATA OUT处于激活状态。使⽤用有效的时，DATA OUT从⾼高阻
状态中移出，并被驱动到与先前转换结果的MSB/LSB†值对应的逻辑电平。
I/O CLOCK的下⼀一个下降沿将DATA OUT驱动到对应于下⼀一个MSB/LSB的
逻辑电平，其余位按顺序移出。

EOC            19 输出
转换结束。在最后⼀一个I/O CLOCK的下降沿之后，EOC从⾼高电平变为低电
平，并保持低电平直到转换完成并且数据准备好传输。

GND            10 地。GND是⽤用于内部电路路的接地回路路终端。除⾮非另有说明，否则所有电压
测量量均相对GND。

I/O CLOCK      18 输⼊入

输⼊入/输出时钟。I/O CLOCK接收串串⾏行行输⼊入并执⾏行行以下四个功能：
1.在I/O CLOCK的前⼋八个上升沿将8个输⼊入数据位输⼊入数据寄存器器，并在第
四个上升沿之后提供多路路复⽤用器器地址。
2.在I/O CLOCK的第四个下降沿，选定的多路路复⽤用器器输⼊入上的模拟输⼊入电压
开始为电容器器阵列列充电，并继续进⾏行行充电，直到I/O CLOCK的最后⼀一个下降
沿。
3.它将上⼀一个转换数据的剩余11位移出DATA OUT。数据在I/O CLOCK的下
降沿改变。
4.在最后⼀一个I/O CLOCK的下降沿，它将转换的控制权转移到内部状态控制
器器。

REF +          14 输⼊入
正参考电压。较⾼高的参考电压值（正常为VCC）加到REF +。最⼤大输⼊入电压
范围由施加到该端⼝口的电压与施加到REF–端⼝口的电压之差确定。

REF –          13 输⼊入 负参考电压。较低的参考电压值（正常为接地）加到REF–。
VCC            20 正电源电压
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绝对最⼤大额定值（在⾃自由空⽓气⼯工作温度范围内的，除⾮非另有说明）†
电源电压范围，VCC（⻅见注1）………………………………………………………………–0.5V ~ 6.5V
输⼊入电压范围，VI（任何输⼊入）……………………………………………….–0.3V ~ VCC + 0.3V
输出电压范围，VO……………………………………………………………………..–0.3V ~ VCC + 0.3V
正参考电压，Vref +……………………………………………………………………………….VCC + 0.1V
负参考电压，Vref –………………………………………………………………………….. –0.1V
峰值输⼊入电流，II（任何输⼊入）…………………………………………………………………..…±20mA
峰值总输⼊入电流，II（所有输⼊入）…………………………………………………………………. ±30mA
⾃自由空⽓气⼯工作温度范围，TA：CLM2543……………………………………..………………..0℃~70℃

CLM2543I……………………………………..…………….–40℃~85℃
CLM2543M…………………………………………..….…–55℃~125℃

储存温度范围，Tstg…………………………………………………………………………–65℃~150℃
距外壳1.6毫⽶米（1/16英⼨寸）的引线温度，持续10秒………………………………………………260℃

†超出“绝对最⼤大额定值”中列列出的数值可能会导致器器件永久损坏。这些仅是额定数值，但是这并不不暗示在这些或任何其他条件（超出
“推荐操作条件”中指示的条件）下器器件能够正常⼯工作。⻓长时间处于绝对最⼤大额定条件下可能会影响器器件的可靠性。
注1：所有电压值均相对于GND，其中REF–和GND连接在⼀一起（除⾮非另有说明）。

推荐⼯工作条件

注意：2. 模拟输⼊入电压⼤大于REF+端参考电压时输出转换为全1（111111111111），⽽而⼩小于REF–端参考电压时输出
转换为全零（000000000000）。

3. 为了了最⼩小化输⼊入端噪声引起的误差，内部电路路在CS下降沿之后等待建⽴立时间，然后响应控制输⼊入信号。
在最短设置时间过去之前，请勿尝试输⼊入地址。

4. 这是时钟输⼊入信号从VIH最⼩小值下降到VIL最⼤大值或从VIL最⼤大值上升到VIH最⼩小值所需的时间。在正常室温附
近，这些器器件的输⼊入时钟转换时间仅为1µs，可⽤用于远程数据采集装置，其中传感器器和A/D转换器器与控制微处理理器器
的距离为⼏几英尺。 

最⼩小值 正常值 最⼤大值 单位

电源电压，VCC 4.5 5 5.5 V
正参考电压Vref +（请参阅注2） VCC V
负参考电压Vref–（请参⻅见注2） 0 V

差分基准电压Vref + – Vref–（请参⻅见注2） 2.5 VCC VCC+0.1 V
模拟输⼊入电压（请参阅注2） 0 VCC V

⾼高电平控制输⼊入电压，VIH VCC = 4.5V ~5.5V 2 V V
低电平控制输⼊入电压VIL VCC = 4.5V~5.5V 0.8 V

I/O CLOCK的时钟频率 0 4.1 MHz
建⽴立时间，I/O CLOCK上升沿之前的DATA INPUT的地址位，tSU（A）（⻅见

图4）
100 ns

保持时间，I/O CLOCK上升沿之后的地址位，th（A）（⻅见图4） 0 ns
保持时间，在上⼀一个I/O CLOCK下降沿之后的低电平，th（CS）（⻅见图5） 0 ns
建⽴立时间，在输⼊入第⼀一个地址位tSU（CS）之前为低电平（⻅见注3和图5） 1.425 μs

脉冲持续时间，I/O CLOCK⾼高电平，tWH（I/O） 120 ns
脉冲持续时间，I/O CLOCK低电平，tWL（I/O） 120 ns

I/O CLOCK从⾼高电平到低电平的转换时间tt（I/O）（请参⻅见注4和图6） 1 μs
转换时间，DATA INPUT和，tt（CS） 10 μs

⾃自由空⽓气下⼯工作温度，TA

CLM2543 0 70
℃CLM2543I –40 85

CLM2543M –55 125
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�
在推荐的⾃自由空⽓气⼯工作温度范围内的电⽓气特性，VCC = Vref+ = 4.5V⾄至5.5V，f（I/O 
CLOCK）= 4.1MHz（除⾮非另有说明）

†所有典型值均为VCC = 5V，TA = 25°C状态下。

在推荐的⾃自由空⽓气⼯工作温度范围内的电⽓气特性，VCC = Vref+ = 4.5V⾄至5.5V，f（I/O 
CLOCK）= 4.1MHz（除⾮非另有说明）

†所有典型值均为VCC = 5V，TA = 25°C状态下。 

参数 测试条件
CLM2543, CLM2543I

单位
最⼩小值 典型值† 最⼤大值

VOH       ⾼高电平输出电压
VCC = 4.5V,                  IOH = –1.6mA 2.4 V
VCC = 4.5V ~ 5.5V,            IOH = –20μA VCC–0.1

VOL       低电平输出电压
VCC = 4.5V,                  IOL = 1.6mA 0.4

VVCC = 4.5V ~ 5.5V,            IOL = 20μA 0.1
IOZ     ⾼高阻抗截⽌止状态输

出电流

VO = VCC,                   = VCC 1 2.5
μAVO = 0,                     = VCC 1 –2.5

IIH      ⾼高电平输⼊入电流 VI = VCC 1 2.5 μA
IIL         低电平输⼊入电流 VI = 0 1 –2.5 μA
ICC        ⼯工作电源电流 = 0V 1 2.5 mA

ICC（PD）   断电电流
对于所有数字输⼊入，
0 ≤ VI ≤ 0.5V / VI ≥ VCC – 0.5V 4 25 μA

所选通道漏漏电流
选定通道的电压为VCC，未选定通道的电压为0V 1 μA
所选通道的电压为0V，未选择通道的电压为VCC –1

流⼊入REF+的最⼤大静态模
拟参考电流

Vref+ = VCC,                  Vref– = GND 1 2.5 μA

CI 输⼊入电容
模拟输⼊入 30 60 pF
控制输⼊入 5 15

参数 测试条件
CLM2543, CLM2543I

单位
最⼩小值 典型值† 最⼤大值

VOH       ⾼高电平输出电压
VCC = 4.5V,                 IOH = –1.6mA 2.4 V
VCC = 4.5V ~ 5.5V,           IOH = –20μA VCC–0.1

VOL       低电平输出电压
VCC = 4.5V,                 IOL = 1.6mA 0.4

V
VCC = 4.5V ~ 5.5V,           IOL = 20μA 0.1

IOZ     ⾼高阻抗截⽌止状态输
出电流

VO = VCC,                  = VCC 1 2.5
μA

VO = 0,                    = VCC 1 –2.5
IIH      ⾼高电平输⼊入电流 VI = VCC 1 10 μA
IIL         低电平输⼊入电流 VI = 0 1 –10 μA
ICC        ⼯工作电源电流 = 0V 1 2.5 mA

ICC（PD）   断电电流
对于所有数字输⼊入，
0 ≤ VI ≤ 0.5V / VI ≥ VCC – 0.5V 4 25 μA

所选通道漏漏电流
选定通道的电压为VCC，未选定通道的电压为0V 10

μA
所选通道的电压为0V，未选择通道的电压为VCC –10

流⼊入REF+的最⼤大静态模
拟参考电流

Vref+ = VCC,                  Vref– = GND 1 2.5 μA

CI  输⼊入电容
模拟输⼊入 30 60 pF
控制输⼊入 5 15
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�
在推荐的⾃自由空⽓气⼯工作温度范围内的电⽓气特性，VCC = Vref+ = 4.5V⾄至5.5V，f（I/O 
CLOCK）= 4.1MHz（除⾮非另有说明）

†所有典型值均为TA = 25°C状态下。

注意：2. 模拟输⼊入电压⼤大于REF+端参考电压时输出转换为全1（111111111111），⽽而⼩小于REF–端参考电压时输出
转换为全零（000000000000）。

5. 线性误差是A/D传输特性与最佳直线的最⼤大偏差。
6. 增益误差是将偏移误差调整为零后，在指定增益点处，传输图中实际步值与理理论步值之差。偏移误差是偏

移点处实际步值与理理论步值之间的差。
7. 总的⾮非调整误差包括线性误差，零刻度和满刻度误差。
8. 输⼊入地址和输出代码均以正逻辑表示。
9.  I/O CLOCK周期= 1/（I/O CLOCK频率）（⻅见图7）。
10. 仅当在设置时间内保持电平时，的任何转换才被视为有效。必须在第⼗十个I/O CLOCK下降沿的≤5 µs处将

取为低电平，以确保转换中⽌止。在5µs和10µs之间，不不确定转换是否中⽌止或转换结果是否有效。 

参数 测试条件 最⼩小值 典型值† 最⼤大值 单位
EL              线性度误差（参⻅见注释5） ⻅见图2 ±1 LSB
ED              差分线性误差 ⻅见图2 ±1 LSB
EO              偏移误差（请参⻅见注释6） ⻅见注2和图2 ±1.5 LSB
EG              增益误差（参⻅见注释6） ⻅见注2和图2 ±1 LSB
ET              总⾮非调整误差（请参⻅见注释7） ±1.75 LSB

⾃自检输出码（请参阅表3和注8）
DATA INPUT = 1011 2048
DATA INPUT = 1100 0
DATA INPUT = 1101 4095

t(conv)           转换时间 ⻅见图9-14 8 10 μs

tc               总循环时间（访问，采样和转换） ⻅见图9-14和注9
10 +总I/O时
钟周期+ td（I/

O-EOC）

μs

tacq              通道采集时间（采样） ⻅见图9-14和注9 4 12 I/O时钟
周期

tv               有效时间，I/O CLOCK下降沿后，
DATA OUT保持有效 ⻅见图6 10 ns

td(I/O-DATA)    延迟时间，I/O CLOCK下降⾄至
DATA OUT有效 ⻅见图6 150 ns

td(I/O-EOC)    延迟时间，最后⼀一个I/O CLOCK
下降沿⾄至EOC下降沿 ⻅见图7 1.5 2.2 μs

td(EOC-DATA)   延迟时间，EOC上升沿到DATA 
OUT（MSB/LSB） ⻅见图8 100 ns

tPZH, tPZL       使能时间，下降沿到DATA 
OUT（MSB / LSB驱动） ⻅见图3 0.7 1.3 μs

tPHZ, tPLZ       禁⽤用时间，上升沿到DATA 
OUT（⾼高阻抗） ⻅见图3 70 150 ns

tr(EOC)           上升时间，EOC ⻅见图8 15 50 ns
tf(EOC)           下降时间，EOC ⻅见图7 15 50 ns
tr(bus)        上升时间，数据总线 ⻅见图6 15 50 ns
tf(bus)        下降时间，数据总线 ⻅见图6 15 50 ns
td(I/O-CS)      延迟时间，最后⼀一个I/OCLOCK下

降沿⾄至上升沿中⽌止转换
（⻅见注10）

5 μs
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�
参数测量量信息

�

图1. 模拟输⼊入缓冲器器到模拟输⼊入AIN0–AIN10

位置 描述 器器件号

U1 OP27 -
C1 10µF 35V钽电容 -
C2 0.1µF陶瓷NPO贴⽚片电容 AVX 12105C104KA105或同等产品
C3 470pF陶瓷Hi-Q贴⽚片电容 Johanson 201S420471JG4L或同等⽔水平

图2.负载电路路

图3.数据输出到Hi-Z电压波形 图4.数据输⼊入和I/O CLOCK电压波形

�

�

�

�
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�
参数测量量信息

图5. 和I/O CLOCK电压波形

图6. I/O CLOCK和DATA OUT电压波形

图7. I/O CLOCK和EOC电压波形

图8. EOC和DATA OUT电压波形

�  
注意A：为确保完全的转换精度，建议在转换过程中不不要使输⼊入信号发⽣生变化。

�

�

�
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�
参数测量量信息

图9.⾸首先使⽤用和MSB进⾏行行12时钟传输的时序

图10.不不⾸首先将与MSB⼀一起使⽤用的12时钟传输时序

�  
注A：为了了最⼤大程度地减少噪声引起的误差，内部电路路会在下降沿之后等待建⽴立时间，然后响应控制输⼊入信号。

因此，在经过最短的设置时间之前，请勿尝试输⼊入地址。

�  
注A：为了了最⼤大程度地减少噪声引起的误差，内部电路路会在下降沿之后等待建⽴立时间，然后响应控制输⼊入信号。

因此，在经过最短的设置时间之前，请勿尝试输⼊入地址。
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�
参数测量量信息

图11.⾸首先使⽤用和MSB进⾏行行8时钟传输的时序

图12.不不⾸首先将与MSB⼀一起使⽤用的8时钟传输时序

�
注A：为了了最⼤大程度地减少噪声引起的误差，内部电路路会在下降沿之后等待建⽴立时间，然后响应控制输⼊入信号。

因此，在经过最短的设置时间之前，请勿尝试输⼊入地址。

�
注A：为了了最⼤大程度地减少噪声引起的误差，内部电路路会在下降沿之后等待建⽴立时间，然后响应控制输⼊入信号。

因此，在经过最短的设置时间之前，请勿尝试输⼊入地址。
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�
参数测量量信息

图13.⾸首先使⽤用和MSB进⾏行行16时钟传输的时序

图14.不不⾸首先将与MSB⼀一起使⽤用的16时钟传输时序

�
注A：为了了最⼤大程度地减少噪声引起的误差，内部电路路会在下降沿之后等待建⽴立时间，然后响应控制输⼊入信号。

因此，在经过最短的设置时间之前，请勿尝试输⼊入地址。

�
注A：为了了最⼤大程度地减少噪声引起的误差，内部电路路会在下降沿之后等待建⽴立时间，然后响应控制输⼊入信号。

因此，在经过最短的设置时间之前，请勿尝试输⼊入地址。
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�
操作原则

最初，当⽚片选信号（）为⾼高电平时，I/O CLOCK和DATA INPUT被禁⽤用，⽽而DATA OUT处于⾼高
阻抗状态。通过开启I/O CLOCK和DATA INPUT端⼝口使变为低电平从⽽而开始转换序列列，并且此
时DATA OUT不不处于⾼高阻抗状态。

输⼊入数据是8位数据流，包括4位模拟通道地址（D7–D4），2位数据⻓长度选择（D3–D2），输
出MSB或LSB的第⼀一位（D1）和⽤用于数据输⼊入的单极性或双极性输出选择位（D0）。应⽤用于I/
O CLOCK端⼝口的I/O CLOCK序列列将该数据传输到输⼊入数据寄存器器。

在该传输期间，I/O CLOCK序列列还将先前的转换结果从输出数据寄存器器移⾄至DATA OUT。根据
输⼊入数据寄存器器中数据的⻓长度选择I/O CLOCK接收8、12或16个时钟周期的输⼊入序列列。模拟输
⼊入的采样在输⼊入I/O CLOCK序列列的第四个下降沿开始，并在I/O CLOCK序列列的最后⼀一个下降沿
之后保持。I/O CLOCK序列列的最后⼀一个下降沿也会使EOC变低并开始转换。

转换器器操作

转换器器的操作分为两个不不同的周期：1）I/O周期和2）实际转换周期。

I/O周期
I/O周期由外部提供的I/O CLOCK定义，⾄至于持续8、12还是16个时钟周期，具体取决于所选的
输出数据⻓长度。

在I/O周期中，以下两项操作会同时发⽣生。

由地址和控制信息组成的8位数据流提供给DATA INPUT。该数据在前⼋八个I/O时钟的上升沿移
⼊入器器件。在12或16时钟I/O传输的前⼋八个时钟之后，将忽略略DATA INPUT。

⻓长度为8、12或16位的数据输出在DATA OUT上串串⾏行行提供。当保持低电平时，第⼀一个输出数据
位出现在EOC的上升沿。在转换之间当取反时，第⼀一个输出数据位出现在CS的下降沿。该数
据是前⼀一个转换周期的结果，在第⼀一个输出数据位之后，每个后续位在每个后续I/O时钟的下
降沿移出。

转换周期

转换周期是透明的，并且由与I/O时钟同步的内部时钟控制。在转换期间，器器件对模拟输⼊入电
压执⾏行行逐次逼近转换。 EOC输出在转换周期开始时变为低电平，并在转换完成且输出数据寄
存器器被锁存时变为⾼高电平。转换周期仅在I/O周期完成后才开始，这样可以最⼤大程度地减少外
部数字噪声对转换精度的影响。
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操作原则

上电和初始化

上电后，必须将从⾼高电平变为低电平以开始I/O周期。EOC最初为⾼高电平，并且输⼊入数据寄存器器设置
为全零。输出数据寄存器器的内容是随机的，第⼀一个转换结果应忽略略。为了了在操作期间进⾏行行初始化，
变为⾼高电平，然后返回低电平以开始下⼀一个I/O周期。由于内部器器件稳定，器器件从掉电状态恢复后的
第⼀一次转换可能⽆无法被准确的读取。

表1. 操作术语

示例例：在12位模式下，当前转换周期的结果是在下⼀一个I/O周期中逐次输出12位串串⾏行行数据流。当前I/
O周期必须正好为12位⻓长才能保持同步，即使这破坏了了前⼀一次转换输出的数据也是如此。当对应I/O
周期的第⼗十⼆二个下降沿之后，⽴立即开始当前转换。

当前（N）I/O周期
整个I/O CLOCK序列列将地址和控制数据传输到数据寄存器器中，并对来⾃自DATA 

OUT的前⼀一次转换的数字结果进⾏行行测时

当前（N）转换周期
转换周期在当前I/O周期之后⽴立即开始。当前I/O周期的结束是I/O CLOCK序列列中
的最后⼀一个时钟下降沿。转换完成后，当前转换结果将加载到输出寄存器器中。

当前（N）转换结果 当前的转换结果在下⼀一个I/O周期中串串⾏行行移出。
上⼀一个（N – 1）转换周期 转换周期刚好在当前I/O周期之前
下⼀一个（N + 1）I/O周期 当前转换周期之后的I/O周期
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操作原则

数据输⼊入

数据输⼊入被连接到内部8位串串⾏行行输⼊入地址和控制寄存器器。寄存器器定义转换器器的操作和输出数据
⻓长度。上位机⾸首先向数据字提供MSB。每个数据位在I/O CLOCK序列列的上升沿移⼊入（有关数
据输⼊入寄存器器格式，请参⻅见表2）。

表2.输⼊入寄存器器格式

†X表示⽆无关条件。

数据输⼊入地址位
数据寄存器器的四个MSB（D7 – D4）寻址11个输⼊入通道中的⼀一个输⼊入通道、参考测试电压或掉电模
式。地址位影响当前转换，当前转换是紧随当前I/O周期之后的转换。参考电压标称等于Vref + – 
Vref–。 

功能选择

数据输⼊入字节

地址位 L1      L0 LSBF BIP

D7（MSB
）

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
(LSB)

选择输⼊入通道
AIN0 0 0 0 0
AIN1 0 0 0 1
AIN2 0 0 1 0
AIN3 0 0 1 1
AIN4 0 1 0 0
AIN5 0 1 0 1
AIN6 0 1 1 0
AIN7 0 1 1 1
AIN8 1 0 0 0
AIN9 1 0 0 1
AIN10 1 0 1 0

选择测试电压
(Vref+ – Vref–)/2 1 0 1 1
Vref– 1 1 0 0
Vref+ 1 1 0 0

软件掉电 1 1 1 1

输出数据⻓长度

8位 0 1

12位 X† 0
16位 1 1

数据输出格式

MSB优先 0

LSB优先（LSBF） 1
单极（⼆二进制） 0

双极（BIP）2s补码 1
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操作原则

数据输出⻓长度

数据寄存器器的后两位（D3和D2）选择输出数据⻓长度。数据⻓长度选择对于当前的I/O周期（读取数据
的周期）有效。对当前I/O周期有效的数据⻓长度选择允许器器件启动同时不不会丢失同步I/O。数据寄存
器器的后两位（D3和D2）可以选择8位，12位或16位的数据⻓长度。由于转换器器具有12位分辨率，因此
建议选择12位数据⻓长度。

将D3和D2设置为00或10时，器器件处于12位数据⻓长度模式，并且在下⼀一个I/O周期中，转换的结果将
作为12位串串⾏行行数据流输出。当前I/O周期必须恰好为12位⻓长才能确保正确同步，即使这可能会破坏先
前转换的输出数据。当前I/O周期的第⼗十⼆二个下降沿之后，⽴立即开始转换。

将D3和D2设置为11时，选择了了16位数据⻓长度模式，从⽽而可以⽅方便便地与16位串串⾏行行接⼝口进⾏行行通信。在
16位模式下，当前转换的结果在下⼀一个I/O周期中作为16位串串⾏行行数据流输出，并且四个LSB始终复位
为0（填充位）。当前的I/O周期必须恰好是16位⻓长才能保持同步，即使这可能会破坏先前转换的输
出数据。当前I/O周期的第⼗十六个下降沿之后，⽴立即开始转换。

将D3和D2设置为01时，将选择8位数据⻓长度模式，从⽽而可以与8位串串⾏行行接⼝口进⾏行行快速通信。 在8位
模式下，当前转换的结果在下⼀一个I/O周期中作为8位串串⾏行行数据流输出。当前的I/O周期必须正好为8
位⻓长才能保持同步，即使这可能会破坏先前转换的输出数据。转换结果的四个LSB被截断并舍弃。
当前I/O周期的第⼋八个下降沿之后，⽴立即开始转换。

由于在编程数据⻓长度时D3和D2在当前I/O周期上起作⽤用，因此当数据字⻓长从⼀一个周期更更改为下⼀一个
周期时，它可能与前⼀一个周期发⽣生冲突。当数据格式⾸首先选择为最低有效位时便便可能会发⽣生这种情
况，因为在数据⻓长度更更改⽣生效时（I/O CLOCK的六个上升沿），先前的转换结果已经开始移出。

在实际操作中，当应⽤用程序中需要不不同的数据⻓长度并且两次转换之间更更改了了数据⻓长度时，只有优先
以LSB格式移出⼀一个转换结果时才能确保损坏的结果不不多于⼀一个。

采样周期

在采样期间，模拟输⼊入之⼀一被连接到内部转换器器的电容器器阵列列，以存储模拟输⼊入信号。四个地址位
输⼊入到数据寄存器器后，转换器器⽴立即开始对所选输⼊入进⾏行行采样。采样从I/O CLOCK的第四个下降沿开
始。转换器器将根据所选的数据⻓长度⼀一直处于采样模式，直到第8，12或16个I/O CLOCK的下降沿为
⽌止。从最后⼀一个I/O CLOCK下降沿开始到EOC延迟时间之后，EOC输出变为低电平，指示采样周期
已结束并且转换周期已开始。EOC变为低电平后，可以更更改模拟输⼊入⽽而不不会影响转换结果。由于从
最后⼀一个I/O时钟的下降沿开始到EOC变为低电平的延迟是固定的，因此可以以固定的速率对输⼊入进
⾏行行模数转化，⽽而不不会由于时序不不确定性⽽而引起系统的谐波失真或噪声。

时钟输⼊入8位数据流后，应将DATA INPUT保持在固定的数字电平，直到EOC变⾼高（表明转换完成）
为⽌止，以最⼤大程度地提⾼高采样精度并最⼤大程度地降低外部数字噪声的影响。
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操作原则

数据寄存器器，LSB优先
输⼊入数据寄存器器中的D1（LSB优先）控制输出⼆二进制数据传输的⽅方向。当D1设置为0时，转换结果
⾸首先移出MSB。设置为1时，数据⾸首先移出LSB。优先选择MSB还是LSB总是影响下⼀一个I/O周期，
⽽而不不影响当前的I/O周期。从⼀一个数据⽅方向更更改为另⼀一个数据⽅方向时，当前的I/O周期永远不不会中
断。

数据寄存器器，双极性模式

输⼊入数据寄存器器中的D0（BIP）控制⽤用于表示转换结果的⼆二进制数据格式。当D0清0时，转换结果
表示为单极性（⽆无符号⼆二进制）数据。名义上，等于Vref–的输⼊入电压的转换结果是全零的代码
（000 ... 0），等于Vref +的输⼊入电压的转换结果是全1的代码（111 ... 1），并且（Vref + + Vref –）/2
的转换结果是最⾼高位为1其余位均为0的代码（100 ... 0）。

当D0设置为1时，转换结果表示为双极性（有符号⼆二进制）数据。名义上，等于Vref–的输⼊入电压的
转换结果是最⾼高位为1其余位为0的代码（100 ... 0），等于Vref +的输⼊入电压的转换结果是最⾼高位为0
其余位为1的代码（011...。 1），并且（Vref + + Vref –）/2的转换结果是全零（000 ... 0）的代码。
MSB为符号位。双极性数据格式与单极性格式有关，因为MSB总是彼此互补。

单极性或双极性格式的选择始终会影响当前的转换周期，并且转换结果将在下⼀一个I/O周期输出。在
单极性和双极性格式之间切换时，当前I/O周期中的数据输出不不受影响。

EOC输出
EOC信号表示转换的开始和结束。在复位状态下，EOC始终为⾼高电平。在采样期间（从I/O CLOCK
序列列的第四个下降沿开始），EOC保持⾼高电平，直到安全地打开转换器器的内部采样开关为⽌止。根据
输⼊入数据寄存器器中数据的⻓长度，选择采样开关的打开时间是在第8、12还是16个I/O CLOCK下降沿
之后，EOC信号变为低电平后，可以更更改模拟输⼊入信号，⽽而不不会影响转换结果。

转换完成后，EOC信号再次变⾼高，转换结果被锁存到输出数据寄存器器中。EOC的上升沿使转换器器回
到复位状态，并且新的I/O周期开始。在EOC的上升沿，当为低电平时，当前转换结果的第⼀一位位于
DATA OUT上。当的电平在两次转换之间取反时，当前转换结果的第⼀一位出现在下降沿的DATA 
OUT处。

数据格式和填充位

输⼊入数据寄存器器的D3和D2⽤用来确定数字输出中的有效位数，该数字输出代表转换结果。LSB优先位
确定数据传输的⽅方向，⽽而BIP位确定算术转换。数值数据始终以任何输出格式向MSB对⻬齐。

内部转换结果始终为12位⻓长。当选择8位数据传输时，内部结果的四个LSB被丢弃，以提供更更快速度
的1字节传输。选择12位传输时，将传输所有位。选择16位传输时，始终将四个LSB填充位附加到
内部转换结果中。在LSB优先模式下，输出结果中⾼高四位为0。在MSB优先模式下，输出结果中低
四位为零。
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操作原则

数据格式和填充位（续）

当连续保持低电平时，新完成转换的第⼀一个数据位出现在EOC上升沿的DATA OUT上。在I/O 
CLOCK的最后⼀一个下降沿之后开始新的转换时，EOC变为低电平，并且串串⾏行行输出被强制设置为0，
直到EOC再次变为⾼高电平。

当在两次转换之间取反时，第⼀一个数据位出现在下降沿的DATA OUT上。在出现第⼀一个数据位之后
的每个I/O CLOCK下降沿，数据将转换为串串⾏行行转换结果中的下⼀一位，直到输出了了所需的位数为⽌止。

⽚片选输⼊入（）

⽤用来开启和关闭器器件。在正常操作期间，应为低电平。尽管不不必使⽤用来同步数据传输，但可以在转
换之间将电平调⾼高，以协调共享同⼀一总线的多个器器件间的数据传输。

当变为⾼高电平时，串串⾏行行数据输出⽴立即变为⾼高阻抗状态，将其输出数据线释放给其他共享器器件。在内
部去抖时间之后，I/O CLOCK被关闭，从⽽而防⽌止内部状态的进⼀一步变化。

当将再次拉低时，器器件复位。在复位操作⽣生效之前必须在内部去抖动时间内保持低电平。将置为低
电平后，在可以开始新的I/O周期之前，I/O CLOCK必须在最短之间内保持⾮非活动（低电平）状态。

掉电功能

在前四个I/O时钟周期中，将⼆二进制地址1110时钟输⼊入到数据寄存器器时，将选择掉电模式。在第四个
I/O CLOCK脉冲的下降沿激活掉电功能。

掉电期间，所有内部电路路均处于低电流待机模式。如果所有数字输⼊入电平均保持⾼高于VCC – 0.5V或
低于0.5V，则不不执⾏行行任何转换，并且内部输出缓冲器器保留留以前的数据转换结果。I/O逻辑保持激活状
态，因此即使选择了了掉电模式，当前I/O周期的转换也可以完成。上电复位后和第⼀一个I/O周期之
前，转换器器通常以掉电模式启动。器器件⼀一直处于掉电模式，直到输⼊入有效的地址（1110除外）为
⽌止。在该I/O周期完成后，将执⾏行行常规转换，结果将在下⼀一个I/O周期移出 。
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操作原则

模拟输⼊入，测试和掉电模式

输⼊入多路路复⽤用器器根据表2、3和4所示的输⼊入地址选择11个模拟输⼊入、三个内部电压和掉电模式。输
⼊入多路路复⽤用器器为先断后合型，可减少输⼊入电压以及通道切换导致的噪声抑制。模拟输⼊入的采样在第
四个I/O CLOCK的下降沿开始，并在其余的I/O CLOCK脉冲处继续采样。采样保持直到最后⼀一个I/O 
CLOCK脉冲的下降沿。三个内部测试输⼊入被施加到多路路复⽤用器器，然后以与外部模拟输⼊入相同的⽅方式
进⾏行行采样和转换。由于内部器器件的稳定性，器器件从掉电状态恢复后的第⼀一次转换可能⽆无法准确读取。

表3.模拟通道选择地址

表4.测试模式选择地址

†Vref +是施加到REF +的电压，⽽而Vref–是施加到REF–的电压。
 ‡ 显示的输出结果是理理想值，并且可能随参考电压稳定性和内部偏移⽽而变化。

表5.掉电选择地址

选择模拟输⼊入
值转换为数据输⼊入

⼆二进制 ⼗十六进制

AIN0 0000 0
AIN1 0001 1
AIN2 0010 2
AIN3 0011 3
AIN4 0100 4
AIN5 0101 5
AIN6 0110 6
AIN7 0111 7
AIN8 1000 8
AIN9 1001 9

AIN10 1010 A

内部⾃自测电压选择†
值转换为数据输⼊入 单极输出结果（HEX）

‡⼆二进制 ⼗十六进制

1011 B 800

1100 C 000
1101 D FFF

�VREF−
�VREF+

�
VREF+ − VREF−

2

输⼊入命令
值转换为数据输⼊入

结果
⼆二进制 ⼗十六进制

掉电 1110 E ICC≤25μA
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�
操作原则

转换器器和模拟输⼊入

逐次逼近转换系统中的CMOS阈值检测器器通过检查⼀一系列列⼆二进制加权电容器器上的电荷来确定每个位
的电平（⻅见图1）。在转换过程的第⼀一阶段，通过同时闭合SC和所有ST开关对模拟输⼊入进⾏行行采样。
该操作将所有电容器器充电⾄至输⼊入电压。

在转换过程的下⼀一阶段，所有ST和SC开关均断开，并且阈值检测器器通过识别每个电容上相对于基准
（REF–）电压的电荷（电压）来开始对位进⾏行行识别。在开关序列列中，将分别检查12个电容，直到
识别出全部12位，并重复进⾏行行电荷转换序列列。在转换阶段的第⼀一步，阈值检测器器查看第⼀一个电容
（权重= 4096）。该电容器器4096节点切换到REF +电压，梯形图上所有其他电容的等效节点切换到
REF–。当求和节点上的电压⼤大于阈值检测器器的跳变点（⼤大约1/2 VCC）时，在输出寄存器器中放置⼀一
个位0，并将4096权重的电容切换到REF–。当求和节点上的电压⼩小于阈值检测器器的跳变点时，将⼀一
位1放置在寄存器器中，并且在逐次逼近过程中该4096权重电容将保持连接⾄至REF+。对于2048权重
的电容、1024权重的电容等，⼀一直重复该过程，直到确定所有位为⽌止。在逐次逼近过程的每个步骤
中，初始电荷都会在电容器器之间重新分配。转换过程依靠电荷重新分配来确定从MSB到LSB的位。

参考电压输⼊入
器器件使⽤用的两个参考输⼊入是施加到REF +和REF–端⼝口的电压。这些电压值确定模拟输⼊入的上限和下
限，以分别产⽣生满量量程和零量量程读数。这些电压和模拟输⼊入不不得超过正电源或低于地⾯面，与规定的
绝对最⼤大额定值⼀一致。当输⼊入信号等于或⾼高于REF +端电压时，数字输出为满量量程；当输⼊入信号等
于或低于REF–端电压时，数字输出为零量量程。

�
图15.逐次逼近系统的简化模型
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�
应⽤用信息

�
注意：   A. 此曲线是基于以下假设：调整Vref +和Vref–使得从数字0到1的过渡电压（VZT）为0.0006V，到满量量程的

过渡电压（VFT）为4.9134V。1 LSB = 1.2mV。
B. 满量量程值（VFS）是具有最⾼高绝对值的步⻓长。零量量程值（VZS）是步⻓长值等于零的步⻓长。

图16.理理想的转换特性

�
图17.串串⾏行行接⼝口
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�
应⽤用信息

简化的模拟输⼊入分析

使⽤用图18中的等效电路路，在1/2 LSB内将模拟输⼊入电容从0V充电⾄至VS所需的时间可由下所得：

电容充电电压为

�                                                      （1）

其中：  �

1/2 LSB的最终电压为 

�                           （2）

将⽅方程式1转换为⽅方程式2并求解时间� 可得出

�                                        （3）

和

�                                  （4）

因此，根据给定的值，模拟输⼊入信号建⽴立的时间为

�  �                    （5）

该时间必须⼩小于时序图中所示的转换器器采样时间。

�

†驱动源要求：
•源的噪声和失真必须等于转换器器的分辨率。
•Rs在输⼊入频率下必须是实数。

图18.包括驱动源在内的等效输⼊入电路路 

VC = VS(1 − e−tC /RtCi)
Rt = RS+ri

 VC = RS(1/2 LSB) = VS − (VS /8192)
tC

VS − (VS /8192) = VS(1 − e−tC /RtCi)

tC(1/2 LSB) = Rt × Ci × ln(8192)

tC(1/2 LSB) = (RS + 1KΩ) × 60pF × ln(8192)
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VI = AIN的输⼊电压 
VS = 外部驱动源电压 
RS = 源电阻 
ri = 输⼊电阻 
Ci = 输⼊电容 
VC = 电容充电电压 
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�
订购信息

可订购器器件
状态
（1）

封装
类型

封装
图

引
脚
封装
数量量

环境规范(2)
铅/球表⾯面
处理理（6）

MSL峰值温度
（3）

⼯工作温度
（°C）

5962-9688601
QRA 可⽤用 CDIP J 20 1 TBD A42 N / A ，对于Pkg类型 –55~125

CLM2543CDB 可⽤用 SSOP DB 20 70 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU 
NIPDAU Level-1 -260C-UNLIM –40 ~ 85

CLM2543CDB
R 可⽤用 SSOP DB 20 2000 绿⾊色

(RoHS ⽆无铅)
CU 

NIPDAU Level-1 -260C-UNLIM 0 ~ 70

CLM2543CDW 可⽤用 SOIC DW 20 25 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU 
NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 ~ 70

CLM2543CDW
G4 可⽤用 SOIC DW 20 25 绿⾊色

(RoHS ⽆无铅)
CU 

NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 ~ 70

CLM2543CDW
R 可⽤用 SOIC DW 20 2000 绿⾊色

(RoHS ⽆无铅)
CU 

NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 ~ 70

CLM2543CFN 可⽤用 PLCC FN 20 46 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU SN Level-1-260C-UNLIM 0 ~ 70

CLM2543CFN
G3 可⽤用 PLCC FN 20 46 绿⾊色

(RoHS ⽆无铅)
CU SN Level-1-260C-UNLIM 0 ~ 70

CLM2543CFN
R 可⽤用 PLCC FN 20 1000 绿⾊色

(RoHS ⽆无铅)
CU SN Level-1-260C-UNLIM 0 ~ 70

CLM2543N 可⽤用 PDIP N 20 20 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU 
NIPDAU N / A ，对于Pkg类型 0 ~ 70

CLM2543IDB 可⽤用 SSOP DB 20 70 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU 
NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40~ 85

CLM2543IDBR 可⽤用 SSOP DB 20 2000 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU 
NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40~ 85

CLM2543IDW 可⽤用 SOIC DW 20 25 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU 
NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40~ 85

CLM2543IDW
G4 可⽤用 SOIC DW 20 25 绿⾊色

(RoHS ⽆无铅)
CU 

NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40~ 85

CLM2543IDW
R 可⽤用 SOIC DW 20 2000 绿⾊色

(RoHS ⽆无铅)
CU 

NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40~ 85

CLM2543IFN 可⽤用 PLCC FN 20 46 绿⾊色
(RoHS ⽆无铅)

CU SN Level-1-260C-UNLIM -40~ 85

CLM2543IN 可⽤用 PDIP N 20 20 ⽆无铅
（RoHS）

CU 
NIPDAU N / A ，对于Pkg类型 -40~ 85

CLM2543INE4 可⽤用 PDIP N 20 20 ⽆无铅
（RoHS）

CU 
NIPDAU N / A ，对于Pkg类型 -40~ 85

CLM2543MJ 可⽤用 CDIP J 20 1 TBD A42 N / A ，对于Pkg类型 –55~125

CLM2543MJB 可⽤用 CDIP J 20 1 TBD A42 N / A ，对于Pkg类型 –55~125
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�
卷带信息

磁带中引脚1⽅方向的象限分配
*所有尺⼨寸均为标称值

A0 设计尺⼨寸以适应组件宽度

B0 设计尺⼨寸以适应组件⻓长度

K0 设计尺⼨寸以适应组件厚度

W 载带的总宽度

P1 连续腔中⼼心之间的距离

�

�

器器件
封装类
型

封装
图

引
脚

SPQ
卷盘
直径
（mm）

卷盘宽度
W1（m

m）

A0（mm
）

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

引脚
1象
限

CLM2543CDBR SSOP DB 20 2000 330.0 16.4 8.2 7.5 2.5 12.0 16.0 Q1
CLM2543CDWR SOIC DW 20 2000 330.0 24.4 10.8 13.3 2.7 12.0 24.0 Q1
CLM2543IDBR SSOP DB 20 2000 330.0 16.4 8.2 7.5 2.5 12.0 16.0 Q1
CLM2543IDWR SOIC DW 20 2000 330.0 24.4 10.8 13.3 2.7 12.0 24.0 Q1
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�
卷带盒尺⼨寸

�
*所有尺⼨寸均为标称值

器器件 封装类型 封装图 引脚 SPQ ⻓长度（mm） 宽度（mm） ⾼高度（mm）
CLM2543CDBR SSOP DB 20 2000 350.0 350.0 43.0
CLM2543CDWR SOIC DW 20 2000 350.0 350.0 43.0

CLM2543IDBR SSOP DB 20 2000 350.0 350.0 43.0
CLM2543IDWR SOIC DW 20 2000 350.0 350.0 43.0
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�

�
DB0020A                                                                                 SSOP - 2 mm最⼤大⾼高度 

�

注意：

1.所有线性尺⼨寸均为毫⽶米。括号中的任何尺⼨寸仅供参考。尺⼨寸和公差符合ASME Y14.5M。
2.此尺⼨寸不不包括铸模⽑毛边，突起或浇⼝口⽑毛刺刺。每侧的⽑毛边，突起或浇⼝口⽑毛刺刺不不得超过0.15毫⽶米。
3.此尺⼨寸不不包括铅引线间隔中的亮光部分。每侧铅引线间隔中的亮光部分不不得超过0.25 mm。 

封装概述

⼩小外形封装
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�
封装概述

DB0020A                                                                         SSOP - 2 mm最⼤大⾼高度 

                                                              �  

焊盘布局示例例
尺⼨寸：10倍

定义的焊接⾯面 
定义的⾮非焊接⾯面（⾸首选） 

焊锡⾯面细节 

⼩小外形封装

For more information  http://www.chiplon.com                                                                          �26

http://www.chiplon.com


�
封装概述

DB0020A                                                                         SSOP - 2 mm最⼤大⾼高度 

                                                              �

基于0.125毫⽶米厚模板的焊盘示例例
尺⼨寸：10倍 

⼩小外形封装

For more information  http://www.chiplon.com                                                                          �27

http://www.chiplon.com


�
J（R-GDIP-T**）    
14个铅引线示意                                                                      陶瓷双列列直插式封装

注意： A. 所有线性尺⼨寸均以英⼨寸（毫⽶米）为单位 
       B. 属于MIL STD 1835 GDIP1-T14，GDIP1-T16，GDIP1-T18 and GDIP1-T20。 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�

�
FN 20                                                                            PLCC- 4.57 mm最⼤大⾼高度

                                                             �  

�

上⾯面的图⽚片只是众多封装中的⼀一个代表，实际的封装可能会有所不不同。有关封装详情，请参阅产品
资料料表。 

通⽤用封装视图

塑料料芯⽚片载体
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�

�
FN0020A                                                                     PLCC – 4.57 mm最⼤大⾼高度 

                                                             �  

封装概述

塑料料芯⽚片载体
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�

�
FN0020A                                                                     PLCC – 4.57 mm最⼤大⾼高度 

                                                             �  

示例例板布局

塑料料芯⽚片载体
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焊盘布局示例例
尺⼨寸：6倍

定义的⾮非焊接⾯面（⾸首选）                                     定义的焊接⾯面

焊锡⾯面细节
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�
示例例板布局

FN0020A                                                                            PLCC – 4.57 mm最⼤大⾼高度
塑料料芯⽚片载体

  
基于0.125毫⽶米厚模板的焊盘示例例

尺⼨寸：6倍 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�
N（R-PDIP-T**）    
16引脚示意图                                                                            塑料料双列列直插式封装

注意：A. 所有线性尺⼨寸均以英⼨寸（毫⽶米）为单位 
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�
封装概述

DW0020A                                                                            SOIC – 2.65 mm最⼤大⾼高度 
⼩小外形集成电路路封装
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�
示例例板布局

DW0020A                                                                            SOIC – 2.65 mm最⼤大⾼高度 
⼩小外形集成电路路封装

焊盘布局示例例
尺⼨寸：6倍 

定义的⾮非焊接⾯面（⾸首选）                                                定义的焊接⾯面

焊锡⾯面细节 

For more information  http://www.chiplon.com                                                                          �35

http://www.chiplon.com


�
示例例板布局

DW0020A                                                                            SOIC – 2.65 mm最⼤大⾼高度 
⼩小外形集成电路路封装

基于0.125毫⽶米厚模板的焊盘示例例
尺⼨寸：6倍 
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